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OEM: Texas Instruments Transistor 2N720 Datasheet

2N698, 2N699, 2N719, 2NT19A, 2NT720
2N720A, 2N870, 2N871, 2N1889, 2N1890, 2N1893

NPN-Doppelt-diffundierte-Silizium-Planar-Transistoren

Hohe Zuverldssigkeit, vielseitige Anwendungen

wie Verstarker, Schalter und Oszillatoren

von < 0,1 mA bis > 150 mA,

von Gleichstrom bis 30 MHz

Hohe Spannung, niedriger Reststrom, gutes hes (iber
einen weiten Strombereich

Mechanische Daten
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2NTI9, 2NTI9A, 2NT20, 2NT204, 2MET0 und 2NBT1 sind in JEDEC TO-18 Gehdusen
PNEDE, PMESD, ZM1880, 2MN1830 und 2M1893 sind in JEDEC TO-5 Gehdusen

* Absolute Grenzwerte

ENGBE ZME99 EZNTID BNT19A ZNT20A EMNETO ZN1B8S 2MN1893 Ein-

2NT20 2NET1 ZN1880 hedt
Kollektor-Basis-Spannung 120 120 120 120 120 100 100 120 v
Follaktor-Emittar-Spannung 80 BO 80 80 100 ED 80 100 L)
(Bam. 1)
Kollektor-Emitter-Spannung 60 G0 80 &80 60 80 v
(Bem. 2)
Emitter-Basis-Spannung 7 ] 6 T 7 7 7 T L)
Kollektorstrom 1.0 0.5 A
Gasamtvarlustisistung bai 0.8 06 0.4 05 0.5 0.5 08 0.8 W
(od. darunter) Ty = 25°C (3 (5 )] @) @) = £} (3
(sieha Bam. in Klammern)
Gesamiveriustleistung bel 3.0 20 15 18 1.8 1.8 20 30 W
(od. darunter) Ty = 26°C (4) (6) Lt 1] (100 (10 oy 4 ()
(siehe Bam, in Klammern)
Gesamivarlustlaistung bei 1,7 10 0, 10 1.0 1,0 1,7 1,7 W
Ta = 100°C
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2NE98 2N699 ZNTIO ZNTI0A 2NT20A 2ZMET0 2N1889 ZN1863 Ein-

ZNT20 2NET1 2N1890 heit
Kollektor-Sparrschichts 200 175 176 200 200 200 200 200 “c
temperatur
Lagerungs-Temperaturbareich 4— —85Dbis300 —» *C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert llegt an, wann der Basis-Emitler-Widerstand (Rpg) gleich od. kleiner 10 Q ist.
2, Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitter-Diode offen ist.

3. Lineare Abnahme bis Ty = 200°C, mit 456 mW/°C.

4, Lineare Abnahme bis Ty = 200°C, mit 17,2 mW/C.

5. Lineare Abnahme bis Ty = 175°C, 4,0 mW/°C.

6. Lineara Abnahme bis Ty = 175°C, mit 13,3 mW/°C.

7. Lineara Abnahme bis Ty = 175°C, mit 2,67 mW/°C.

B, Lineara Abnahme bis Ty = 175°C, mit 10,0 mwW/°C.

8, Lineare Abnahme bis Ty = 200°C, mit 2,88 mW/°C.
10. Lineara Abnahme bis Tg = 200°C, mit 10,2 mw/°C.

* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priif- TO-5 TO-5 TO-18 TO-18 Ein-
bedingungen 2NEOB 2MNESD ZNT1E EMNTI9A heit
min max min max min max min max
Uipryomo Kollekior-Basis- lg = 100 A, 120 120 120 W
Durchbruch- lg=0
Spannung
Uigr)ceo Kollaktor-Emitter- lg = 30 maA, &0 60 W
Durchbruch- In =10
spaninung (Bem. 11)
Umeycer Kollektor-Emitter- | = 100 mA, 80 80 80 80 W
Durchbruch- Repg = 10 Q
spannung (Bem. 11)
Uprigno Emitter-Basis- g = 100 pA, 7 T v
Durchbruch- lg =0
spannung
Ig = 1 mA, 5 L)
lg=10
lepo Kollektor-Basis- Uep=60V, 2 2 Y
Reststrom Ig=10
Ugp = &0V, 200 s
Ig=10
Ty = 150°C
Ugs = 75 V, 0,005 0,010 mA
Ig=0

* JEDEC ragistriert.
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Parameter Prif- TO-5 TO-5 TO-18 TO-18 Ein-
bedingungen 2NB&S8 2NB2g ZNTIS ZNTIDA heit
min max min max min max min max
lepor Kellekior-Basis- Ugg =75V 15 15 A
Resftstrom Ig =0,
Ty = 150°C
IgBO Emitter-Basis- Ugs =2V, 100 ph
Reststrom lg=10
Ugs =5V, 0,010 0,010 uA
lg=0
hyg Gleichstrom- Upg = 10V,
verstarkung lg = 100 A
(Bem. 11}
Ueg=10V, 20 &0 40 120 20 &0 20 60
lg = 150 mA,
(Bam. 11)
Usr Basis-Emitter- Ig = 5 mA, 039 09 v
Spannung lg = 50 mA
{Bam, 11)
Il = 15 mA, 1.3 13 1.3 13 W
I = 150 mA
(Bem. 11)
Upe(saty Kellektor-Emittar- Im = 5 mA, 12 1.2 v
Restspannung Ig = 50 mA
(Bem. 11)
Ig = 15 mA, 5 5 5 5 W
Ilg =150 mA '
(Bam. 11)
Piit KurzschluB- Ugg =5V, 2,1 - 20 30 20 315 20 35 Q
Eingangsimpadanz lIg=1mA,
f=1kH:z
Uep = 10V, 10 10 10 10 Q
le = 5 mA,
f=1kHz
hyen Learlauf- Uem=5Y, 25 x 25 x 25 x 25 %
Spannungs- lg =1 mA, 104 10-4 104 10-*
rickwirkung Ugp = 10V, 5x Ix 5 x 5 x
lg = 5 mA, 10-* 10-* 10-4 10-4
Cf=1 kHz
Bemerkung:

11. ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 300 us, Tastverhidltnis = 2%,
Die Impulsbreite muB so sein, daB Halbierung od. Verdoppelung keine gréBere Anderung
als die Genauigkeit der Messung ergibt.
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Parameter Prif- TO-5 TO-5 TO-18 TO-18 Ein=
bedingungen 2NGSE ZMNEDD ZNTIB ENTIDA heit
min max min max min max min max
hesy Leartauf- Uem =5 Y, 0.5 01 05 01 05 01 05 M5
Ausgangsadmittanz lg =1 maA,
F=1kHz
Uga = 100V, 1,0 1,0 1,0 10 S
Ig = 5 mA,
f=1kHz
hare KurzschluBi- Uce =5V, 16 B 100 15 15
Strom- lg = 1 ma, 15 35 100 15 15
verstarkung f=1kHz
Ugg =10V, 25 45 % 25
lg = 5 mA,
f=1kHz
|hgye| Betrag der Kurz- Ugg =10V, 20 25 20 20
schiufi-Strom- lg = 50 mA,
verstirkung f= 20 MHz
Con Leerlauf- Ugs = 10V, 18 20 2 15 pF
Ausgangskapazitéit Ig =0,
f=1MHz
auBar 2NT19:
f = 140 kHz
Cis Leariauf- Upn = 0,5V, 86 BS 85 13
Eingangskapazitit Ig=0,
f=1MHz
auber ZNT19:
f = 140 kHz

* Elektrischa Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegebean)

Parameter Prif- TO-5 TO-5 TO-5 Ein-
bedingungen TO-18 TO-18 TO-18 TO-18 helt
2NT20 2NT20A, 2NET0 ENET

2N1683 2N1889 EN18D0
min max min max min max min max

Upricno Kollektor-Basis- lg = 100 uA, 120 120 100 100 v
Durchbruch- Ig=0
spannung

Bemerkung:

11. Impulsm#Big gemessen: Impulsbreite << 300 ps, Tastverhiltnis < 29
Die Impulsbreite muB so sein, daB Halbierung od. Verdoppelung keine gréBere Anderung
als die Genauigkeit der Messung ergibt.

* JEDEC registriert.
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Parameter Prif- TO-5 TO-5 TO-5 Ein-
bedingungen TO-18 TO-18 TO-18 TO-18 hait
2NT20 ZNTZ20A 2ZNETD 2NET1
£N1883 2MN1880 2N 1880
min max min max min max min max

Umriceo Kollektor-Emitter-  lg = 30 mA, BO 60 4] ']
Durchbruch- Ip=10
spannung (Bam. 11}

UiBR)CER Kollaktor-Emitter- lg = 100 mA, B0 100 B0 B0 W
Durchbruch- Rug = 10 Q
Spannung (Bem. 11)

Uipriepo Emitter-Basis- Ig = 100 pA, T 1 T
Durchbruch- Ig =10
spannung Iz = 1 ma, 5
lg=10
lono Follektor-Basis- Uep = 60 ¥, 2
Reststrom Ig=0

Ugn = 680V, 200
I = 0,
Ty = 150°C
Upn = 75V, 0,010 0,010
Ig =0
Ugg = 78 Y, 16 18
g = 0,
Ty = 150°C
Uen = 80V, 0,010 A
Ig=10
Ugep = 90V, 15
Ig=0,
Ty = 160°C
lzno Emitter-Basis- Ugs =5V, 0,010 0010 0010  pA
Reststrom lg=10

hrr Gleichstrom- Ugg = 10V, 20 20 3
verstarkung lg = 100 pA
Ucg =10V, k3 35
lg = 10 maA
(Bem. 11)
Uecg = 10V, a0 a0
lg = 10 mA,
Tg=—8"C
(Bem. 11)
Uce=10V, 40 120 40 120 40 120 100 300
lg = 150 mA
{Bem. 11)

Ung Basis-Emitter- Ig = & ma, 039 09 09 v
Spannung lig = 50 ma,
(Bam. 11)
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Parameter Priif- TO-5 TOS5 TO-5 Ein-
bedingungen TO-18 TO-18 TO-18 TO-18 heit
ZNT20 BNTZOA 2NETH 2NaT1
2N1893 ZN1889 2N1ED0
min max min max min max min max
Use Basis-Emittar- I = 15 mA, 1,3 1,3 13 13 W
Spannung lg = 150 mA
(Bam. 11)
Ugrissty Kollektor-Emitter- B = 5 mA, 1.2 1,2 1.2 L)
Restspannung lg = 50 mA
(Bem, 11)
Ig = 15 mA, 5 5 5 ] W
lg = 150 mA
(Bam, 11)
hyim Kurzschiul- Ugp=5Y, 20 30 20 30 20 30 Mo 30 Q
Eingangsimpedanz Ilg=1mA,
f=1kHz
Upgs =10V, 10 4 2] 4 B 4 B Q
lg = 5 maA,
f=1kKHz
hish Leerlauf- Ugp =5V, 25 % 1,25 = 1,25 = 15 =
Spannungs- Ig = 1 mA, 10-* 10-* 10-* 10-*
ruckwirkung f=1kHz
Ugp = 10V, ax 15 15 % 15 =
lg = & mA, 104 10-% 10-% 104
f= 1kHz
Moy Leerlauf- Upm =5V, 01 05 05 0.5 03 HS
Ausgangsadmittanz g = 1 ma,
f=1kHz
Uep = 10V, 1.0 0.5 05 03 ]
Ig = 5 mA,
t=1kHz
hgja KurzschluB- Ugg =5V, 35 100 30 100 30 100 50 200
Stromverstarkung lg = 1 mA,
f=1kH:z
Ugg = 10V, 45 45 45 150 70 300
lg = 5mA,
f=1kH:z
| hagel Betrag der Uge =10V, 25 2,5 25 30
Kurzschlul- Ig = 50 ma,
Stromverstarkung f =20 MHz
Can Leerlauf- Uge = 10V, 20 15 15 15 pF
Ausgangskapazitdt Ig = 0,
t=1MHz
aubBar 2NT20:
{ = 140 kHz
Cin Learlauf- Ugn = 0,5V, B5 BS 85 85 pF
Eingangskapazitat lg =10,
f=1MHz
aubar 2NT20:
f= 140 kHz
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Typische Kennwearte

Kollektor-Emitter-Restspannung als Funktion des Kollektorstromes

10
- e i 1 E2NgP9  INET1
Canz1e I [ 2M720  2N1889
- oni7 194 T Ii}. 7 g - 2NTI0N INTERD
ard & FINETO NP3 #
1 le=101, d ; 1 =101
X i St X
g e =20 o I~ A A= 5 LT 3 Tc=20 41 =5 b
5 0,1 - le=2 1y =J E 0,1 - j"' =30
1 ; ;
L Ti -]:.Iﬂ"c l!ifll'lT]”_” I Ty=25"C Bem.a
H H LN 1T
£ ooy 0 100 1000 £ o 0 100 1000
Ig — Kolleklorstrom — mA, lg = Kollekiorsirom — mA

Kollektor-Emitter-Restspannung als Funktion der Umgebungstemperatur

0 10
s = S0mA, Ic = 500mA
e
I 15mA, I = 150mA
T
Io = SmA, I = S0mA
= |
lg=1mi,le=10mA

,|.-;s:r-.i. I = 500mA
!
|. = 1 5mA, |, = 1530mA

-
BroATr OO0 -

1 1 1| 1

1 -
0 _I.-lﬂ.th.h-lM Iy =0,1mA Ic=1mA

gy INEFF  2MET]

- 2N68 N0 ZNIEEY

—m;:;l 2N720A ZN1E90
Q.II'I i 1 n’ul !Nm ZM1EF3, -

Uck(sat) = Kollektor-Emitier Rostspannung — ¥

Ucgsat) — Kollsktor-Emitter Restspannung = ¥
o

=75 =50 <25 0 25 50 75 100 125 150
To — Umgebungstemperatur —"C

=75 =50 <25 0 25 50 75 100 125 150
Ty — Umpgebungstemparatur — *C

Bemerkung:

* ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite =< 300 ps
Tastverhéltnis = 2%
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Typische Kennwerte

Basis-Emitterspannung als Funktion
des Kollektorstromes

T, =25*C, Bam.a
= 'I,B
1

MNormierte Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung als Funktion des Basis-Emitter-

widerstandas
1,4
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21,2 LLLLE 1. = 100ma
E Bem.a
£31,0 j
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i 50,8 .
P
£ 20, B
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Za 0,2
0
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Rue — Basis-Emitterwiderstand — 2

Basis-Emitterspannung als Funktion
der Umgebungstemperatur
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Normierte Gleichstromverstirkung als
Funktion des Kollektorstromes

40 e rdert il §
E 1,8 [pei1c=150ma
= L
l 1,6 | Ty =25°C i\lﬁ'ﬂ
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KurzschluB-Eingangsimpedanz als Funktion KurzschluB-Ausgangsadmittanz als
des Kollektorstromes Funktion des Kollehtorstromes
1990 i3 U, =5v v "o -
o 11 -:_1 o ?. lT“ = 3
. boa F=1hiz b =
1 eﬂ.‘ Ty=125°CHH I f =1kHz
.i 100 o,
£ =
E T E T" - EI.E
] = o
‘E e I' =25°C = 4
10 &
3 Sian) s I
9 | i = Tu==557C
= - I"" —. < 2
E , 55°C 3 /
2 L i
1 1 LT, = 125°C
£ 0,1 2 0 .
o, 1 10 00 = 1 10 100
Ic — Kaollektorstram — ma I — Kollektorstram — mA
Bemerkung:

hip == hiiw (5. 5. 74); hep = haoy (5. 5. 74); hew = hion (5. 5.74); hre = haie (5.5.74)

Leerlauf-Spannungsrickwirkung als Funktion Normilerte Kurzschlul-Stromverstirkung
des Kollektorstromes als Funktion des Kellektorstromes
" PN P— —
g 7a100e |r 15[ Wormiert aut 1 I
NESY [
3 f w1k T » W, u sV
= s L £
& s H Tu=25"CHH E2,0 B fo=lkh
2 E o
g i g 1,6
3 o3 L Tu=125%C~ :! 212 1;_3‘:':&
- ] = .pl"’-
i '/V'r =i
H £ =
= (= Ll
= ;../;F Fou e =
] L = LELE =
X g : LSttt 2 4 il 1 i
0,1 1 10 100 0,1 1 10 100
..|:E Iz — Kollektorstram — mA ' Iz — Hollektorstrom — ma
Bernerkung:

* Impulsmadig gemessen: Impulsbreite =< 300 us
Tastverhdltnis < 234
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Typische Kennwerte

Verlauf bel kenstantem fr
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Bemerkung:

Eingangs- und Ausgangskapazitit als
Funkilon der Vorspannung
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b) Man erhélt fp, wenn ]hm.l als Funktion der Fregquenz mit einem Wert von —86 dB/Oktave
von = 20 MHz bis zur Freguanz, bei der Ihﬂ.[ = 1 betragt, extrapoliert wird.

Thermische Kennwerte

Verlustlelstungsabnahme fir TO-5 Gehiuse
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* JEDEC registriert.
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